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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.21

Тема дисертації:
1. Вплив (-радіації і НВЧ випромінюванняна параметри GaAs польових транзисторівз бар'єром Шотткі.

2. Effect of (-radiation and microwave radiation on the GaAs SB-FET parameters.

Реферат:
1. Показано, що зміну параметрів малошумливих НВЧ польових транзисторів з бар'єром Шотткі при дії (-
радіації Со60 визначають процеси масопереносу в омічних і бар'єрних контактах. У діапазоні доз
опромінення 106 ( 2(107 Р, внаслідок радіаційно-стимульованої релаксації внутрішніх механічних напружень
в омічних і бар'єрних контактах, спостерігається поліпшення параметрів транзисторів. Дослідження впливу
НВЧ випромінювання на параметри ПТШ показали, що зміна характеристик настає навіть при незначних
тривалостях обробки. Внаслідок впливу НВЧ випромінювання збільшується висота бар'єра, а фактор
ідеальності зменшується. Експериментально отримано, що, аналогічно випадку (-опромінювання, існує
діапазон тривалостей обробки, у якому можливе поліпшення параметрів ПТШ.

2. It is shown that changes in the parameters of low-noise microwave SB-FETs exposed to Со60 (-irradiation are
determined by mass transport processes in ohmic and barrier contacts. Due to the radiation-enhanced relaxation
of intrinsic stresses in ohmic and barrier contacts, an improvement of the transistor parameters is observed in the



106(2(107 R irradiation dose range: the noise level drops, the I(V curve slope increases, and the distribution of
parameter values over the wafer becomes more uniform. The investigations of the effect of microwave radiation
on the SB-FETs have shown that changes in characteristics occur even at low durations of treatment. As a result of
the microwave radiation action, the barrier height grows and ideality factor decreases. It has been
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